
PH-1 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลาคม 2550 เวลา 14:50 น. – 16:50 น. 

หอง : Sai Yok 
ประธานกลุมยอย : ดร.เด่ียว กุลพิรักษ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 
เวลา 14:50-15:10 น. เวลา 15:50-16:10 น. PH-01 

การออกแบบและสรางตัวตรวจรูความชื้นราคาถูกดวยเทคโนโลยีแผนวงจรพิมพ 
ชิตพงษ เกตุถนอม  นิมิต ชมนาวัง 
“บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางตัวตรวจรูความชื้นชนิดเก็บประจุดวยเทคโนโลยี
แผนวงจรพิมพ โดยสรางอิเล็กโทรดทองแดงแบบซ่ีหวีบนแผนวงจรพิมพและใชวัสดุไว
ความชื้นคือเทปกาวพอลิอิไมดหนา 60 ไมโครเมตร ตัวตรวจรูท่ีสรางข้ึนไดรับการปรับเทียบ
กับความชื้นของเกลืออิ่มตัวชนิดตาง ๆ ทดสอบหาความไวและผลตอบสนองทางเวลาซ่ึงพบวา
ตัวตรวจรูท่ีใชเทปกาวพอลิอิไมดมีความไวนอยกวา ใชเวลาการดูดซึมและเวลาการคาย
ความชื้นเร็วกวา และมีฮีสเตอริซีสนอยกวาตัวตรวจรูความชื้นเชิงพาณิชย SMTHS10” 

 
PH-02 เวลา 15:10-15:30 น. 
การสรางตัวตรวจวัดรังสีเอ็กซแบบซิลิคอนโฟโตไดโอดชนิด PIN 
จักรพันธ ศรียาภัย  จิรวัฒน ปราบเขต  สมเกียรติ ศุภเดช 
“ตัวตรวจจับรังสีเอ็กซ ท่ีสรางจากสารกึ่งตัวนําในปจจุบันมีหลายชนิดแตท่ีมีบทบาทสําคัญและ
นิยมใชงานอยางแพรหลายไดแก ชนิดซิลิคอนโฟโตไดโอดแบบ PIN รายงานฉบับนี้ ได
นําเสนอการทดลอง ผลการทดลองออกแบบ และสรางตัวตรวจจับรังสีเอ็กซ ชนิดซิลิคอนโฟ
โตไดโอดแบบ PIN ท่ีมีโครงสรางแบบแนวตั้ง โดยชั้นพีซ่ึงเปนชั้นหนาตางรับรังสีเอ็กซมี
ลักษณะเปนแถบเล็กๆหลายแถบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดกลืนรังสี และมีชั้น guard 
ring (p+) ลอมรอบ  ในการสรางใชแผนผลึกเร่ิมตนเปนซิลิคอนชนิดเอ็นท่ีมีสภาพตานทานสูง 

2,000 Ω cm (หรือชั้นI)  มีระนาบ (111) สวนของชั้นเอ็น และชั้นพีท่ีเขมขน (n+, p+-region) 
ถูกสรางข้ึนโดยใชเทคนิคการแพรดวยความรอนของอะตอมฟอสฟอรัส และโบรอนตามลําดับ 
ตัวตรวจจับรังสีเอ็กซท่ีสรางได ถูกนําไปวัดคุณสมบัติท้ังดานไฟฟา ดานแสง และการตรวจจับ
รังสีเอ็กซ โดยใชหลอดรังสีเอ็กซ ท่ีมีแรงดันไฟฟาตั้งแต 40kV.– 100 kV. เปนแหลงกําเนดิรังสี 
ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาโฟโตไดโอดน้ีสามารถตรวจจับรังสีเอ็กซไดดีท้ังการตรวจจับ
แบบโดยตรง และโดยทางออมโดยผานชั้นสารเรืองแสง ท้ังยังมีคุณสมบัติในการตอบสนองตอ
รังสีเอ็กซเปนแบบเชิงเสนอีกดวย ซ่ึงจะทําใหสามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางกวางขวาง 
เชน ใชเปนตัวตรวจจับรังสีเอ็กซในอุปกรณเคร่ืองถายเอ็กซเรยระบบคอมพิวเตอร หรือ CT 
สแกนเนอร” 
 

PH-03 เวลา 15:30-15:50 น. 
การตรวจวัดอุลตราไวโอเลตดวยชอตตกีไดโอดชนิดฟลมเพชร 
ศราวุธ เจะเซ็น   ลัดไทย ไทโยธิน   เติมพงษ เพ็ชรกูล  สมศักดิ์ เชียรศิริกุล 
“การสังเคราะหฟลมเพชรบนฐานรองซิลิคอนระนาบ (100) ไดใชกระบวนการ MPCVD โดย
ใช B2O3 เปนสารสําหรับเจือสารโบรอนของฟลมเพชรที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนโบรอน
ตอคาร-บอน ท่ีคาตางๆในสารละลายเอทานอล ทําการสรางซอตตกีโฟโตไดโอดบนไดอะแฟร
มของฟลมเพชรชนิดพี และชนิดอินทรินซิคโดยโครงสรางนี้ ใหพาหะเคลื่อนท่ีในแนวดิ่ง
เพื่อใหลดผลของเกรนผลึก สําหรับการทดลองการตอบสนองของซอตตกีโฟโตไดโอดในชวง 
190-800 nm อุปกรณตอบสนองไดดีท่ีความยาวคล่ืนแสง UV และตอบสนองตํ่ามาก ท่ีความ
ยาวคล่ืนแสงชวงท่ีตามองเห็น ผลของความเขมขนอะตอมสารเจือและความหนาของชั้นฟลมท่ี
มีตอความเร็วในการตอบสนอง พบวาอุปกรณซอตตกีโฟโตไดโอดท่ีสรางจากฟลมเพชรชนิด

อินทรินซิก จะมีชวงเวลาขาข้ึน 14 μS และชวงเวลาขาลง 250 μS และเม่ือลดความหนาฟลม

เพชรลงเหลือ 6 μm ชวงเวลาขาข้ึนจะลดลงประมาณ 220 เทา และชวงเวลาขาลงจะลดลง
ประมาณ 64 เทา และการลดชวงเวลาขาข้ึนและขาลงสามารถทําการเพิ่มแรงดันไบอัสหรือลด
พื้นท่ีระหวางรอยตอก็ไดเชนกัน” 
 

PH-04 
อุปกรณตรวจจับแสง Cr/n-Si/Cr แบบสลิตเด่ียวในแนวระนาบ 
สุรศักดิ์ เนียมเจริญ  สุรชาติ เมืองอ่ํา 
“บทความฉบับนี้เปนการสรางอุปกรณตรวจวัดแสง โครงสรางโลหะ-สารก่ึงตัวนํา-โลหะ 
แบบสลิตเดี่ยวในแนวระนาบ โดยใชข้ัวโลหะเปนโครเมียมซ่ึงสรางดวยวิธีการอารเอฟ
สปตเตอร เปดชองรับแสงโดยการโฟโตลิโทกราฟมาตรฐาน สารก่ึงตัวนําท่ีใชเปนซิลิคอน
ชนิดเอ็น เม่ือนําอุปกรณไปหาความสัมพันธทางกระแส-แรงดัน พบวาอุปกรณท่ีสรางนั้นมีคา
แรงดันภายใน 0.32 V คาความสูงกําแพงศักยเปน 0.59 V และคาแรงดันพังทลายมีคามากกวา 
100 V และเม่ืออุปกรณไดรับแสงตกกระทบ พบวากระแสแสงเปลี่ยนแปลงตามความเขมของ
แสงและการไบอัส โดยไมเก่ียวกับระยะหางระหวางข้ัวโลหะท่ีมีขนาดกวาง” 

 
PH-05 เวลา 16:10-16:30 น. 
Photocurrent on Space-Charge-Region in planar Metal-Semiconductor-Metal  
Structures with Full depleted region 
สัญญา คูณขาว  วรเทพ นอยปรีชา  ศริญญา นวลลอย  สุทธิดา สมเด็จสกุล  เอกลักษณ ถาวร   
สุรศักดิ์ เนียมเจริญ  
“โฟโตไดโอดโครงสรางเชิงราบ (Metal-Semiconductor-Metal: MSM) ท่ีภายใตแสงตก
กระทบ ณ บริเวณปลอดพาหะกระแสแสงเพิ่มข้ึนดวยแรงดันไบอัสท่ีให ดวยผลการตอบสนอง
ตอแสงในชวงความยาวคลื่นแสงท่ีมองไมเห็น พบวากระแสแสงท่ีภายใตแรงดันไบอัสกอน
การพังทลายจะเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยเทานั้น ดวยการออกแบบโฟโตไดโอดโครงสรางเชิงราบ
ใหมีระยะหางระหวางอิเลคโทดแคบมากในชวง 2-10 ไมโครเมตร พบวากระแสแสงมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความกวางของบริเวณปลอดพาหะอันเนื่องจากแรงดันไบอัส โดยท่ีบริเวณ
ปลอดพาหะไดมีการแผขยายออกไปจนเต็มถึงข้ัวไฟฟาอีกดานหนึ่ง พบวาเม่ือความเขมแสง
เพิ่มมากข้ึน จะทําใหคูของอิเล็คตรอนกับโฮลเกิดข้ึนอยางมาก สามารถแสดงดวยผลของ
กระบวนการ ดริฟท (Drift Process) จากการเคล่ือนท่ีของอิเลคตรอนกับโฮลที่บริเวณปลอด
พาหะนี้ ท้ังนี้จากผลการคํานวณแบบหนึ่งมิติสามารถยืนยันไดวาบริเวณปลอดพาหะ มีการ
ขยายจนเต็มพื้นท่ีของบริเวณพื้นท่ีรับแสงนี้เพิ่มข้ึนดวยแรงดันไบอัสระหวางข้ัวไฟฟา ซ่ึงผล
การตอบสนองทางแสงน้ีจะข้ึนอยูกับการควบคุมโดยแรงดัน” 
 



PH-2 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2550 เวลา 10:30 น. – 12:10 น. 

หอง : Sai Yok 
ประธานกลุมยอย : รศ.ดร. ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 
PH-06 เวลา 10:30-10:50 น. 
ตัวสงสัญญาณทางแสงที่อัตราขอมูล 2.5 กิกกะบิตตอวินาที เพ่ืองานประยุกตทางดาน
การรับสงสัญญาณแสงหลายความยาวคล่ืน 
พลาธร ศรีฉํ่า  ดวงฤด ีวรสุชีพ 
“บทความนี้นําเสนอรายละเอียดการออกแบบตัวสงสัญญาณทางแสงดวยเลเซอรท่ีมีมอดูเลเต
อรชนิดดูดกลืนคล่ืนไฟฟาอยูภายใน (Electro-Absorption Modulator Integrated Laser, EML) ท่ี
อัตราขอมูล 2.5 Gb/s ความยาวคล่ืนแสง 1551.72 nm โดยใชเทคนิคการมอดูเลตความเขมแสง
ชนิดดูดกลืนคล่ืนไฟฟา เพื่อประยุกตใชในระบบการรับสงสัญญาณหลายความยาวคลื่น 
(Wavelength Division Multiplexing, WDM) พรอมแสดงผลการทดลอง WDM ผาน
เสนใยนําแสงโหมดเดียวชนิดมาตรฐานระยะทาง 50 km โดยไดคาอัตราความผิดพลาดบิต (Bit 
Error Rate, BER) ต่ํากวา 10-9” 
 

PH-07 เวลา 10:50-11:10 น. 
การประมาณกําลังสัญญาณสูงสุดเฉล่ียตามระยะทางที่คิดรวมผลของดิสเพอรชั่น  
ชนิดา โทวราภา  พสุ แกวปลั่ง 
“บทความนี้นําเสนอคาประมาณกําลังสัญญาณสูงสุดเฉลี่ยตามระยะทางท่ีคิดรวมผลของดิส
เพอรชั่นเปนคร้ังแรก บทความนี้ยังไดพิสูจนความถูกตองแมนยําของคาประมาณที่ไดคิดคน
ข้ึนนี้ดวยการจําลองการส่ือสัญญาณแสงแบบ Differential phase-shift keying ท่ีอัตราขอมูล 40 
Gbit/s และ 5 Gbit/s ในระบบเสนใยแสงท้ังในระบบท่ีใชวิธีการจัดการดิสเพอรชั่น (dispersion 
management) และวิธีคอนจูเกตสัญญาณแสง (optical phase conjugation) ซ่ึงผลของการจําลอง
ระบบ ใหผลสอดคลองกับการวิเคราะหผลตอบสนองทางความถี่ของความผิดพลาดเฟสโดยใช
คาประมาณกําลังสัญญาณสูงสุดท่ีคิดรวมผลของดิสเพอรชั่นมากกวาเม่ือเปรียบเทียบผลของ
การวิเคราะหกับการใชคาประมาณกําลังสัญญาณสูงสุดเฉลี่ยแบบเดิมท่ีคิดผลของการลดทอน
ของสัญญาณเพียงอยางเดียว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PH-08 เวลา 11:10-11:30 น. 
การจัดสรรเสนทางและความยาวคลื่นในระบบมัลติเพล็กซเชิงแสงแบบเมชที่มีการ
แปลงความยาวคล่ืนและไมแปลงความยาวคล่ืนโดยวิธีการหาเสนทางหลักหน่ึง
เสนทางและเสนทางรองอีกสองเสนทาง 
กฤษณ ไชยวงศ  ไพฑรูย พรหมสุภร  จีรสุดา โกษียาภรณ  ปราโมทย วาดเขียน  
“บทความนี้ไดนําเสนอวิธีการจัดสรรเสนทางและความยาวคล่ืนในระบบมัลติเพล็กซเชิงแสง
ของโครงขายแบบเมชในระบบเซอรกิตสวิตชท่ีมีการแปลงความยาวคลื่นและไมแปลงความ
ยาวคล่ืน โดยใชวิธีการหาเสนทางหลักหนึ่งเสนทางและเสนทางรองอีกสองเสนทาง โดยใชวิธี
เลือกความยาวคลื่นแสงแบบสุม เพื่อลดปญหาการจัดสรรเสนทางของโครงขายในสวนของ
เปอรเซ็นตการสกัดก้ันของการสง ทราฟฟกระหวางตนทางไปยังปลายทางโดยใชวิธีการเลือก
เสนทางหลักใหเปนเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดและเสนทางรองเปนเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดในลําดับถัดไป
รวมท้ังเปรียบเทียบผลของแบบจําลองเชิงเลียนแบบกับแบบจําลองเชิงทฤษฎี ซ่ึงผลลัพธท่ีได
สามารถแสดงใหเห็นไดวาวิธีการหาเสนทางเดินแสงดังกลาวขางตนท่ีไดนําเสนอนั้นสามารถ
ใหคาความนาจะเปนในการสกัดก้ันไดดีกวาวิธีการเลือกเสนทางหลักท่ีส้ันท่ีสุดเพียงเสนทาง
เดียว และคาความนาจะเปนในการสกัดก้ันของแบบจําลองเชิงทฤษฎีนั้นใกลเคียงกันกับคา
ความนาจะเปนในการสกัดก้ันของแบบจําลองเชิงเลียนแบบ” 

 
PH-09 เวลา 11:30-11:50 น. 
การออกแบบระบบเชื่อมตอเชิงแสงแบบเลือกเสนทางไดโดยใชกระจกขนาดเล็ก 
จีรศักดิ์ บํารุงจิตร  วันชัย ไพจิตโรจนา 
“บทความนี้ไดนําเสนอการออกแบบระบบเชื่อมตอเชิงแสงแบบเลือกเสนทางไดโดยใชกระจก
ขนาดเล็กในระบบเคร่ืองกลไฟฟาจุลภาค ซ่ึงระบบไดทําการออกแบบและพัฒนามาจาก
พื้นฐานของระบบเชื่อมตอเชิงแสงแบบทรานสโพส การออกแบบระบบเชิงเสนไดถูกนําเสนอ
โดยใชนิยามของระบบการเลือกเสนทาง” 
 

 



PH-3 
วันศุกรท่ี 26 ตุลาคม 2550 เวลา 15:20 น. – 17:20 น.  

หอง : Sai Yok 
ประธานกลุมยอย : ดร. สัญญา คูณขาว  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
PH-10 เวลา 15:20 -15:40 น. 
Comparison of BGO and LSO Scintillators in Gamma-Ray spectrometry 
Panatda Kenmee   Weerapong Chewpraditku   Phanuthat  Boonpramuk  
“The scintillation response of BGO scintillator  (15 15 10 mm3) have been compared to LSO 
(Ø10 5mm3) scintillator using photomultiplier tube readout for photon energies ranging from 
22.1 keV to 1332 keV.  The energy resolution (FWHM), obtain in this work, for 662 keV γ-
rays from 137Cs, are 8.9% and 11.5%,respectively,for BGO and LSO. Below 130 keV the 
energy resolution of BGO was worse than that of LSO. Both crystals showed a light yield 
non-proportionality relative to the yield at 662 keV γ-peaks, especially in the energy region 
below 356 keV. The total and intrinsic energy resolution are discussed” 
 

PH-11 เวลา 15:40-16:00 น. 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาแรงดันที่ปอนใหกับพิโซอิเล็กตริก
ทรานสดิวเซอรกับสัญญาณเอาตพุตของเรโซเนเตอรวงแหวนเสนใยนําแสง 
สมมาตร แสงเงิน  อธิคม ฤกษบุตร  
“บทความนี้ นําเสนอการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคาแรงดันท่ีปอนใหกับพิโซอิเล็กตริก
ทรานสดิวเซอรกับสัญญาณเอาตพุตของเรโซเนเตอรวงแหวนเสนใยนําแสง เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงคาแรงดันท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของเฟสและสัญญาณเอาตพุตของเรโซเนเตอรวง
แหวนเสนใยนําแสง ซ่ึงความสัมพันธท่ีไดนั้นสามารถนํามาใชพิจารณาคุณลักษณะของเรโซเน
เตอรวงแหวนเสนใยนําแสง โดยการวิเคราะหความสัมพันธดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการ
ทดลองท่ีนําเสนอในบทความอางอิงท่ี 5” 

 
PH-12 เวลา 16:00-16:20 น. 
ลักษณะสมบัติทางไฟฟาของตัวตรวจวัดแสงโครงสราง MSM แบบสลิตเด่ียวที่มี
ระยะหางขั้วไฟฟาขนาดเล็ก ชนิด Al/n-Si/Al 
สุรศักดิ์ เนียมเจริญ  วรเทพ นอยปรีชา  สัญญา คูณขาว 
“บทความนี้ไดเสนอผลของตัวตรวจวัดแสงโครงสราง MSM สลิตเดี่ยวท่ีมีระยะหางข้ัวไฟฟา

ขนาดเล็ก ชนิด Al/n-Si/Al  แบบพลานารท่ีมีระยะหางข้ัวไฟฟามีขนาด 2 μm, 3 μm, 5 μm, 7 

μm และมีขนาดข้ัวไฟฟา 1 x 1 mm2  และ 2 x 2 mm2 ผลการทดลองพบวาการเกิดกระแสแสง 
เม่ืออุปกรณไดรับแรงดันไบแอสทําใหบริเวณปลอดพาหะขยายตัว เนื่องจากขนาดข้ัวไฟฟาท่ี
ออกแบบมีขนาดเล็กทําใหบริเวณปลอดพาหะขยายจนเต็มระยะหางระหวางข้ัวไฟฟาท้ังหมด
และสนามไฟฟาท่ีใหก็จะตกครอมบริเวณปลอดพาหะท้ังหมด จะเห็นวาไมมีบริเวณนิวทรัล อยู
เลยสงผลใหกระแสแสงทั้งหมดนั้นเกิดมาจาก บริเวณปลอดพาหะ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PH-13 เวลา 16:20 -16:40น. 
Interaction of a soliton with a local defect in Bragg grating with saturable 
nonlinearity  
Thawatchai Mayteevarunyoo   Athikom Roeksabutr 
“We have introduce coupled-mode system describing the copropagation of two waves 
coupled by the resonant Bragg reflection in a medium with saturable nonlinearity and local 
defect. Using numerical simulations, we then investigate the capture of an incident gap 
soliton by a defect. The mechanism of capture of a gap soliton is resonant transfer of its 
energy to nonlinear defect mode. For sufficiently large intial gap soliton norm, gap soliton is 
split into two pulses.” 

 

PH-14 เวลา 16:40-17:00 น. 
ลักษณะสมบัติทางไฟฟาและทางแสงของซิลิคอนโฟโตไดโอดชนิด PIN แบบแนวต้ัง
หลายแถบ 
จิรวัฒน ปราบเขต  สมเกียรติ ศุภเดช 
“รายงานฉบับนี้นําเสนอลักษณะสมบัติทางไฟฟา และทางแสงของซิลิคอนโฟโตไดโอดชนิด 
PIN ท่ีมีโครงสรางแบบแนวตั้งหลายแถบ (vertical multi stripe-shaped) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการ
ปรับปรุงโฟโตไดโอดท่ีใชงานในยาน UV ถึง near IR (NIR) ทําไดโดยใชตัวตรวจจับ
โครงสรางแบบแนวตั้งหลายแถบ การออกแบบซิลิคอนโฟโตไดโอดชนิด PIN ทําเพื่อลดการ
เกิดการรวมตัวใหมของพาหะสวนนอยในชั้นหนาตางรับแสง p+ เพราะวาการแพรของพาหะท่ี
ชาเนื่องจากมีสภาพคลองตัวของอิเล็กตรอนและโฮลในชั้นหนาตางรับแสง p+ ท่ีมีความเขมขน
ของอะตอมสารเจือสูงมีคาต่ํา โฟโตไดโอดโครงสรางแบบแนวต้ังหลายแถบสามารถเพิ่ม
สภาพตอบสนองทางแสงเปน 0.25 A/W (400 nm), 0.40 A/W (550 nm), 0.45 A/W (650 nm), 
0.48 A/W (750 nm) และ 0.51 A/W (850 nm) กระแสมืดมีคา 3.1 nA และ 8.3 nA ท่ีแรงดัน
ไบอัส -3 V และ -10 V ตามลําดับ ผลการทดลองชี้ใหเห็นวาโฟโตไดโอดที่มีโครงสรางแบบ
แนวตั้งหลายแถบเปนตัวตรวจจับแสงท่ีดี มีสภาพตอบสนองทางแสงสูง ทํางานในชวง
สเปกตรัมกวาง และกระแสมืดตํ่า” 
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